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【背景・目的】 

BaSi2は地殻埋蔵量の多い Baと Siから構成されており、光吸収係数が 1.5 eVのフォトン
に対して 3×10

4
 cm

-1
, 禁制帯幅が 1.3 eVであることから、薄膜太陽電池材料として着目さ

れている[1,2]。BaSi2は Si(111)上に a軸配向で面内に 3回対称で結晶成長することが分かっ
ており、その結晶粒径は最大で約 4.0 μmが得られている[3, 4]。しかし、少数キャリアに対
する結晶粒界の性格は分かっていない。本研究では、ケルビンプローブ原子間力顕微鏡法
(KFM法)を用いて BaSi2膜中のポテンシャルエネルギーの分布を調べた。 

【実験】 

BaSi2の結晶成長には高真空チャンバー内で、熱反応堆積法(RDE 法)で BaSi2 テンプレー
ト層を形成し、その上に分子線エピタキシー(MBE法)の 2段階結晶成長を行った[5]。Si(111)

上への BaSi2の RDE 成長条件は幾つか報告されているが、[4] KFM 測定には平坦な表面形
状が好ましいことから、最も平坦化できた Tsub. = 600

o
C, RBa = 0.25 nm/min, tRDE = 120 min の

条件を採用した。MBE成長は、RBa = 3.0 nm, RSi = 1.0 nm/minとして、Tsub. = 580
o
Cで 1時間

行った。結晶性は、反射高速電子線回折(RHEED)、θ-2θ X 線回折を用いて評価を行い、表
面ポテンシャルの評価に KFM法を用いた。 

【結果】 

Fig. 1(a), (b) はそれぞれ同一箇所における BaSi2の AFM像と KFM 像である。これらの像
における AB 間の断面プロファイルを Fig. 2 に示す。Fig. 2(a)から、結晶粒径は約 1 μmであ
り、また、Fig. 2(b)から、結晶粒界では周囲よりも約 50 meVポテンシャルが高いといえる。
このことより、n 型の undoped BaSi2の少数キャリアであるホールに対して粒界は再結合中
心として働くことが推察される。今後、EBSDで粒界位置を定め、その場所のポテンシャル
を KFMで評価する。 
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   Fig.1 (a) AFM and (b) KFM images in the same 

region of the BaSi2 surface. 
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Fig.2 (a) surface topography and (b) 

potential profile along A-B in Fig. 1. 
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